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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Verfahren zur Herstellung einer Flash-Speicherzelle 

@ Ein Verfahren zur Herstellung einer Flash-Speicherzelle 
umfal^t die Schritte des Biidens einer ersten Gateoxid- 
schicht auf einem Substrat eines ersten Leitfahigkeits- 
typs, das Bilden eines potential ma (^ig nicht festgelegten 
Gates in einer Streifenform in einer ersten Richtung auf 
der ersten Gateoxidschicht, das Bilden einer Zwischerv 
isolationsschicht, eines Steuerungsgates und einer Ab- 
deckoxidschicht in einer Streifenform in einer zweiten 
Richtung, um senkrecht das potential mafSig nicht festge- 
legte Gate zu uberlagern, mit ersten und zweiten lateralen 
Oberflachen, das Bilden einer Seitenwandisolations- 
schicht auf der zweiten lateralen Oberflache der Zwi- 
schenisolationsschicht, dem Steuerungsgate und der Ab- 
deckoxidschicht, das Bilden einer schwach dotierten Re- 
gion eines ersten Leitfahlgkeitstyps auf dem Substrat auf 
der zweiten lateralen Oberflache des Steuerungsgates 
und der Abdeckoxidschicht, das Bilden einer zweiten Ga- 
teoxidschicht auf der ersten und der zweiten lateralen 
Oberflache des potentialmalSig nicht festgelegten Gates 
und des Steuerungsgates, das Bilden eines Auswahtgates 
und eines Loschgates, die sich in einer Seitenwandform 
auf der ersten und der zweiten lateralen Oberflache des 
potentialmaf^ig nicht festgelegten Gates und des Steue- 
rungsgates befinden. 
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Beschreibung 



Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren 
zum Herstellen einer Blitzspeicherzelle oder "Rash"-Spei- 
cherzelle und insbesondere auf ein Verfahren zum Herstel- 5 
len einer Rash-Speicherzelle mit einem Auswahltor oder 
Auswahlgate, um einen unerwiinschten Leckstrom zu ver- 
hindem, der durch eine Uberloschung bewirkt wird. 

Eine Flash-Speicherzelle, die eine geschichtete Struktur 
eines potenlialmaBig nicht festgelegten Gates und eines 10 
Steuerungsgates aufweist, ist ein nichtfluchtiges Speicher- 
bauelement mit einer hohen L5schrate, da dasselbe Spei- 
cherarrayzellen gleichzeitig loschen kann. 

Das Programmieren der Rash-Speicherzellen wird ausge- 
fuhrt, wenn heifie Elektronen in das potentialmaBig nicht 15 
festgelegte Gate von dem Kanal injiziert werden, der durch 
Anlegen einer hohen Spannung an das Steuerungsgate ge- 
bildet wird. Das Verhaltnis der Spannung, die an das poten- 
tialmaBig nicht festgelegte Gate angelegt wird, zu der Span- 
nung, die an das Steuerungsgate angelegt wird, ist als Kopp- 20 
lungsverhaltnis bekannt, und so wie dasselbe zunimmt, wird 
zusatzlich die Programmierefi&zienz erhoht. 

Die Loschung der Flash-Speicherzelle wird erreicht, 
wenn eine hohe Spannung an eine Quellenregion oder 
"Source"-Region mil einem tiefen Ubergang angelegt wird, 25 
und wenn Elektronen des potentialmaBig nicht festgelegten 
Gates in die Sourceregion oder ein Substrat durch den Me- 
chanismus des Fowler-Nordheim-1\innelns injiziert werden. 
Es ist beabsichtigt, die Dicke einer Gateoxidschicht in dem 
Bodenteil des potentialmaBig nicht festgelegten Gates zu er- 30 
niedrigen, um die Loscheffizienz zu verbessem, was die 
Spannung, die an das potentialmaBig nicht festgelegte Gate 
angelegt ist, erniedrigen kann und folglich das Kopplungs- 
verhaltnis reduziert. Es ist daher erforderlich, die Abnahme 
des Kopplungsverhaltnisses zu verhindem, um die Program- 35 
mier- und die Loscheffizienz zu verbessem. 

Die Fig, 2(A) bis 2(D) sind Herstellungsablaufdia- 
gramme, die das Verfahren zum Herstellen einer Flash-Spei- 
cherzelle gemaB dem Stand der Technik darstellen. 

Bezugnehmend auf Fig, 2(A) ist eine Feldoxidschicht 13 40 
zum Definieren einer aktiven Region des Bauelements auf 
der Feldregion eines P-iyp-Substrats 11 unter Verwendung 
der LOCOS (LOCal Oxidation of Silicon = lokale Oxidation 
von Silizium) gebildet. Dann wird eine thermische Oxida- 
tion an den freiliegenden Teilen des SubsUrats 11 durchge- 45 
fuhrt, um eine Gateoxidschicht 15 zu bilden, Nachdem ein 
Polysilizium, das mit S tors teilen dotiert ist, auf der Feld- 
oxidschicht und der Gateoxidschicht 15 mit einem CVD 
(CVD = Chemical Vapor Deposition = chemische Gaspha- 
senabscheidung) aufgebracht ist, wird schlieBlich ein poten- 50 
tialmaBig nicht festgelegtes Gate 17 durch Strukturieren des 
aufgebrachten PolysiUziums mit Photolithographie in eine 
Streifenform in einer ersten Richtung gebildet, d. h. entlang 
einem Kanal. 

Bezugnehmend auf Fig. 2(B) isl auf dem potentialmaBig 55 
nicht festgelegten Gate 17 eine Zwischenisolationsschicht 
19 mit einer ONO-Struktur (ONO = Oxide-Nitride-Oxide = 
Oxid-Nitrid-Oxid) gebildet. 

Bezugnehmend auf Fig. 2(C) werden, nachdem ein Poly- 
silizium, das mit Storstellen dotiert ist, auf dem Substrat 11 60 
einschlieBlich der Feldoxidschicht 13 und der Zwischeniso- 
lationsschicht 19 mit der CVD aufgebracht wurde, und ein 
Steuerungsgate 21 schlieBlich durch Strukturieren des auf- 
gebrachten PolysiUziums mit Photolithographie in eine 
Streifenform in einer zweiten Richtung, d. h. den Kanal 65 
kreuzend, gebildet wird, /u diesein Zeitpunkt femer die 
Zwischenisolationsschicht 19, das potentialmaBig nicht fest- 
gelegte Gate 17 und die Gateoxidschicht 15 auBerhalb der 



Abschnitte, die das Steuerungsgate 21 iiberlagert, entfemt. 

Bezugnehmend auf Fig. 2(D) werden die Source- und die 
Senken- oder "Drain"-Region 23 bzw. 24 durch starkes lo- 
nenimplantieren von N-Typ-Storstellen, was der zu dem 
Substrat 11 entgegengesetzte Leitfahigkeitstyp ist, unter 
Verwendung des Steuerungsgates 21 als Maske gebildet. 
Dann wird eine schwach dotierte Region 25 zum Bilden ei- 
ner Doppeldiffusionsdrainstruktur gebildet, die von dem po- 
tentialmaBig nicht festgelegten Gate 17 durch leichtes lo- 
nenimplantieren von N-iyp-StorsteOen iiberlagert werden 
soli, um die Drainregion 24 zu umgeben. Bei diesem ProzeB 
kann die schwach dotierte Region 25 vor der Source- und 
der Drainregion 23 und 24 gebildet werden. 

Die Rash-Speicherzelle, die nach dem obigen Verfahren 
hergestellt wurde, wird programmiert, wenn, wobei die 
Sourceregion 23 mit der Masse verbunden ist, die Spannung 
Vg, die an das Steuerungsgate 21 angelegt ist, hoher als die 
Spannung Vd ist, die an die Drainregion 24 angelegt ist, 
d. h. Vg > Vd, und wenn heiBe Elektronen, die in dem Kanal 
erzeugt werden, in das potentialmaBig nicht festgelegte Gate 
17 injiziert werden. Um progranmiierte Daten in der Flash- 
Speicherzelle zu loschen, wobei das Steu^ngsgate 21 auf 
Masse liegt, oder an dasselbe eine negative Spannung anlegt 
ist, wird die Spannung Vs an die Sourceregion angelegt, und 
die Elektronen in dem potentialmaBig nicht festgelegten 
Gate 17 tunneln folglich zu der Sourceregion 23 oder dem 
Substrat 11. 

Mit der oben beschriebenen Flash-Speicherzelle gemaB 
dem Stand der Technik gehen einige Probleme einher, die 
darin bestehen, daB die diinne Gateoxidschicht bewirkt, daB 
das Koppelverhaltnis sinkt, und die Programmiereffizienz 
erniedrigt wird, wobei jedoch eine dicke Gateoxidschicht zu 
einer emiedrigten loscheffizienz fiihrt. Wenn auBerdem die 
Gateoxidschicht zu dunn ist, kann die Speicherzelle bescha- 
digt werden, wobei heiBe Elektronen in das potentialmaBig 
nicht festgelegte Gate beim Programmieren injiziert wer- 
den, und dies die Zuverlassigkeit der Zelle erniedrigt. Es 
kann femer eine Oberloschung wahrend einer wiederholten 
Loschung aufgrund heiBer Locher, die durch die Gateoxid- 
schicht eingefangen werden, auftreten. 

Dementsprechend ist die vorliegende Erfindung auf ein 
Verfahren zum Herstellen einer Rash-Speicherzelle gerich- 
tet, die im wesentlichen eines oder mehrere der Probleme 
aufgrund der Einschrankungen und der Nachteile der ver- 
wandten Technik verhindert. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, 
eine Rash-Speicherzelle und ein Verfahren zum Herstellen 
einer Rash-Speicherzelle zu schaffen, um die Programmie- 
reffizienz zu erhohen, und um zu verhindem, daB die Losch- 
effizienz niedriger ist, wobei verhindert wird, daB eine Gate- 
oxidschicht durch heiBe Elektronen beschadigt wird, die in 
das potentialmaBig nicht festgelegte Gate beim Program- 
mieren injiziert werden, und wobei verhindert wird, daB die 
Informationen der Zellen durch Reduzieren des Leckstroms, 
der durch eine Uberloschung, sogar bei einer wiederholten 
Loschung, bewirkt wird, beschadigt werden. 

Diese Aufgabe wird durch eine Flash-Speicherzelle ge- 
maB Anspruch 1 und durch ein Verfahren zum Herstellen ei- 
ner Rash-Speicherzelle gemaB Anspruch 7 gelost. 

Um diese und weitere Vorteiie gemaB dem Zweck der 
vorliegenden Erfindung, wie ausgefuhrt und breit beschrie- 
ben, zu erreichen, umfaBt das Verfahren zum Herstellen ei- 
ner Rashspeicherzelle die Schritte des Bildens einer ersten 
Gateoxidschicht auf einem Substrat eines ersten Leitfahig- 
keitstyps, das Bilden eines potentialmaBig nicht festgelegten 
Gates, das sich in einer Streifenform in einer erslen Rich- 
tung auf der ersten (iateoxidschicht befindet, das Bilden ei- 
ner Zwischenisolationsschicht, eines Steuerungsgates und 
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einer Abdeckoxidschicht, die sich in einer Streifenform in 
einer zweiten Richtung befinden, um senkrecht das polenti- 
aliTiaBig nicht feslgelegte Gate zu iiberlagem, wobei diesel- 
ben jeweils eine erste und cine zweite laterale Oberflache 
aufweisen, das Bilden einer Seitenwandisolationsschicht auf 
der zweiten lateralen Oberflache der Zwischenisolations- 
schichi, des Steuerungsgates und der Abdeckoxidschicht, 
das Bilden einer schwach dotierten Region eines ersten Leit- 
fahigkeiLslyps auf dein Substrat auf der zweiten lateralen 
Oberflache des Steuerungsgates und der Abdeckoxid- 
schicht, das Bilden einer zweiten Gateoxidschicht auf der 
ersten und der zweiten lateralen Oberflache des potentialma- 
Big nicht festgelegten Gates und des Steuerungsgates, das 
Bilden eines Auswahlgates und eines Loschgates, die sich in 
einer Scitenwandfonn auf der ersten und der zweiten latera- 
len Oberflache des potentialmaBig nicht festgelegten Gates 
und des Steuerungsgates befinden, und das Bilden einer 
stark dotierten Region eines zweiten Leitfahigkeitstyps auf 
dem Substrat unter Verwendung der Abdeckoxidschicht, des 
Auswahlgates und des Loschgates als Maske. 

Bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele der vorliegenden Er- 
findung werden nachfolgend bezugnehmend auf die beilie- 
genden S^eichnungen naher erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Rash-Speicherzelle gemaB dem Stand der 
Technik; 

Fig* 2(A) bis 2(D) Herstellungsablaufdiagramme, die den 
ProzeB des Herstellens einer Flash-Speicherzelle gemaB 
dem Stand der Technik darstellen; 

Fig. 3 eine Flash-Speicherzelle gemaB der vorliegenden 
Erfindung; und 

Fig, 4(A) bis 4(E) Ilerstellungsablaufdiagramme, die den 
ProzeB des Herstellens einer Flash-Speicherzelle gemaB der 
vorliegenden Erfindung darstellen. 

Es wird nun detailliert auf die bevorzugten Ausfuhrungs- 
beispiele der vorliegenden Erfindung Bezug genommen, die 
in den beigefiigten Zeichnungen dargestellt sind. 

Die Fig. 4(A) bis 4(E) sind Herstellungsablaufdiagramme 
des Prozesses zum Herstellen einer Flash-Speicherzelle ge- 
maB der vorliegenden Erfindung. 

Bezugnehmend auf Fig, 4(A) ist eine Feldoxidschicht 33 
zum Definieren einer aktiven Region des Bauelements auf 
der Feldregion eines Substrats 31 eines P-TVps i™t LOCOS 
und dergleichen gebildet. Der freihegende Teil des Substrats 
31 wird mit thermischer Oxidation behandelt, um eine erste 
Gateoxidschicht 35 mit einer Dicke von 20 bis 50 nm zu bil- 
den. Dann wird ein Polysilizium, das mit Storstellen dotiert 
ist, mit einer Dicke von 300 bis 400 nm auf der Feldoxid- 
schicht 33 und der ersten Gateoxidschicht unter Verwen- 
dung der CVD aufgebracht. Danach wird ein potentialmaBig 
nicht feslgelegtes Gate 37 durch Strukturieren des Polysili- 
ziums in eine Streifenform mit Photolithographic in einer 
ersten Richtung entlang einem Kanal gebildet. 

Bezugnehmend auf Fig. 4(B) wird auf dem potentialma- 
Big nicht festgelegten Gate 37 eine Zwischenisolations- 
schicht 39 einer ONO-Slruktur mit einer Dicke von 20 bis 
50 nm gebildet. Dann wird ein Polysilizium, das mit Stor- 
stellen dotiert ist, mit einer Dicke von 300 bis 400 nm auf 
dem Substrat 31 einschlieBlich der Feldoxidschicht 33 und 
der Zwischenisolationsschicht 39 mit der CVD aufgebracht, 
und Siliziumoxid wird mit einer Dicke von etwa 300 bis 
400 nm auf dem Polysilizium mit der CVD aufgebracht. 
Das Polysilizium und das Siliziumoxid werden in eine Strei- 
fenform in einer zweiten Richtung, die die Richtung des Ka- 
nals kreuzt, mit Phpto lithographic strukturiert, um ein 
Sleuerungsgate 41 und eine Abdeckschicht 43 mit ersten 
und zweiten lateralen Oberfliichen zu bilden. Die Zwischen- 
isolationsschicht 39 wird ebenfalls gleichzeiiig strukturiert. 

Auf der gesamten Oberflache der oben beschriebenen 
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Struktur wird nach dem Aufbringen eines isolierenden Ma- 
terials mit der CVD, wie beim Bilden der Abdeckoxid- 
schicht 43 verwendet, das aufgebrachte isolierende Material 
mit einer Ruckatze mittels eines anisotropen Atzens, wie 

5 z. B. dem reakuven lonenatzen, behandelt, um die Abdeck- 
oxidschicht 43 und das potentialmaBig nicht festgelegte 
Gate 37 freizulegen, wobei sich das isolierende Material von 
Siliziumoxid in der Atzrate unterscheidet, wie z. B. PSG 
(Phosphorsilikatglas), BSG (Borsilikatglas) oder BPSG 

10 (Borphosphorsilikatglas). Damit wird eine Seitenwandisola- 
tionsschicht 45 mit einer Dicke von 50 bis 70 nm auf der er- 
sten und der zweiten lateralen Oberflache des Steuerungsga- 
tes 41 und der Abdeckoxidschicht 43 gebildet. Dabei wird 
die Abdeckschicht 43 nicht geatzt, da sic sich in ihrer Atz- 

15 rate von dem obigen isolierenden Material unterscheidet. 
Bezugnehmend auf Fig, 4(C) wird nach dem Aufbringen 
eines ersten Photolacks 47 auf die gesamte Oberflache der 
oben beschriebenen Struktur eine Seite des potendalmaBig 
nicht festgelegten Gates 37 zusammen mit der Seitenwan- 

20 disolationsschicht 45, die auf den ersten lateralen Oberfla- 
chen des Steuerungsgates 41 und der Abdeckoxidschicht 43 
gebildet ist, durch Ausfuhren einer Belichtung und einer 
Entwicklung des ersten Photolacks 47 freigelegt. Dann wird 
ein NaBatzen unter Verwendung des ersten Photolacks 47 

25 als Maske durchgefUhrt, um die freigelegte Seitenwandis- 
olalionsschicht 45, die auf der ersten lateralen Oberflache 
des Steuerungsgates 41 und der Abdeckoxidschicht 43 ge- 
bildet ist, zu entfemen. 

Wie es in der Fig. 4(D) gezeigt ist, wird der erste Photo- 

30 lack 47 entfeml. Dann wird das potentialmaBig nicht festge- 
legte Gate 37 durch anisotropes Atzen unter Verwendung 
der Abdeckoxidschicht 43 und eines Teils der Seitenwandis- 
olationsschicht 45, die auf der zweiten lateralen Oberflache 
des Steuerungsgates 41 und der Abdeckoxidschicht 43 als 

35 Maske verbleibt, strukmriert. Nach dem Aufbringen eines 
zweiten Photolacks 49 auf der gesamten Oberflache der obi- 
gen Struktur, werden die anderen Seiten des potentialmaBig 
nicht festgelegten Gates 37 zusammen mit der zweiten. late- 
ralen Oberflache des Steuerungsgates 41 und der Abdeck- 

40 oxidschicht 43 durch Ausfuhren einer Belichtung und einer 
Entwicklung des zweiten Photolacks 49 freigelegt: Dann 
werden N-T^p-Storstellen, wie z. B. Phosphor (P) oder Ar- 
sen (As), schwach in den freigelegten Abschnitt in dem an- 
deren Teil des Substrats 31 unter Verwendung des zweiten 

45 Photolacks 49 als Maske ionenimplantiert, um eine schwach 
dotierte Region 51 zum Bilden einer Doppeldififusionsdrain- 
struktur zu bilden. Inzwischen wird die schwach dotierte 
Region 51 durch die Kante eines potentialmaBig nicht fest- 
gelegten Gates 37 iiberlagert. 

50 Bezugnehmend auf Fig. 4(E) wird der zweite Photolack 
49 entfemt. Dann wird eine Oxidation an der freigelegten 
ersten und zweiten lateralen Oberflache des potentialmaBig 
nicht festgelegten Gates 37 und des Steuerungsgates 41 mit 
einer Dicke von 10 bis 50 nm vorzugsweise yon etwa 20 bis 

55 40 nm durchgefiihrt, um cine zweite Gateoxidschicht 52 zu 
bilden. Als nachstes wird ein Polysilizium, das mit Storstel- 
len dotiert ist, mit der CVD aufgebracht, und mit einer Ruk- 
katze mittels eines. anisotropen Atzens, wie z. B. dem reak- 
tiven lonenatzen, behandelt, um die Abdeckoxidschicht 43 

60 und die zweite Gateoxidschicht 52 freizulegen. Damit wer- 
den ein Auswahlgatc 53 und ein Loschgate 55, das sich in 
einer Seitenwandform auf der ersten bzw. der zweiten late- 
ralen Oberflache des potentialmaBig nicht festgelegten Ga- 
tes 37 und des Steuerungsgates 41 befinden, gebildet. Inzwi- 

65 schen wird das Loschgate 55 der schwach dotierten Region 
51 iiberlagert. 

Dann wird eine Source- und eine Drainregion 57 bzw. 58 
durch starkes lonenimplantieren von N-TVp-Storstellen, wie 
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z. B. Phosphor (P) oder Arsen (As), auf beiden Seiten des 
Substrats 31 unter Verwendung der Abdeckoxidschicht 43, 
des Auswahlgates 53 und des Loschgates 55 als Maske ge- 
bildet. 

Die Drainregion 58 wird einem Teil der schwach dotier- 5 
ten Region 51 uberlagert, der nicht durch das Loschgate 55 
uberlagert wird. Dadurch wird ein Kanal 63 unter dem po- 
tentialmaBig nicht festgelegten Gate 37 und dem Auswahl- 
gate 53 des Substrats 31 gebildet, d. h. zwischen der Source- 
region 57 und der schwach dotierten Region 51. Der Kanal lO 
63 umfafit eine erste und eine zweite Kanalregion 60 und 62, 
die durch das Auswahlgate 53 bzw. das potentialmaBig nicht 
festgelegte Gate gesteuert wesrden. 

Die Flash-Speicherzelle gemaB der vorliegenden Erfin- 
dung, wie oben beschrieben, uinfaBt das Auswahlgate 53 15 
zum Bestimmen der Auswahl der Zellen, das Steuerungs- 
gate 41 zum Steuem des Programmierens und Loschens der 
Zelle, das potentiahnaBig nicht festgelegte Gate 37 zum 
Speichem von Elektronen beim Programmieren und das 
Loschgate 55, in das die Elektronen, die in dem potentialma- 20 
Big nicht festgelegten Gate 37 gespeichert sind, beim Lo- 
schen injiziert werden. 

Die Flash-Speicherzelle wird durch eine laterale Sour- 
ceinjektion der heiBen Elektronen in das potentialmaBig 
nicht festgelegte Gate 43 programmiert. Mit anderen Worten 25 
werden, wenn eine hohe Spannung an das Steuerungsgate 
41 und die Drainregion 58 nach dem Einschalten der ersten 
Kanalregion 60 durch Anlegen einer niedrigen Spannung, 
die uber einer Schwellenspannung liegt, an das Auswahl- 
gate 53, die heiBen Elektronen, die in der ersten Kanakegion 30 
60 erzeugt werden, in das potentialmaBig nicht festgelegte 
Gate 37 injiziert, und die Zelle wird programmiert. Als Wir- 
kung der vorliegenden Erfindung erhoht die laterale Sour- 
ceinjektion der heiBen Elektronen in das potentialmaBig 
nicht festgelegte Gate 37 die Programmierrate der Zelle, und 35 
die dick gebildete erste Gateoxidschicht 35 verbessert den 
Koppeleffekt, der die Programmiereffizienz der Zelle ver- 
bessert. 

Im Gegensatz zum Programmieren wird die Zelle ge- 
loscht, wenn die Elektronen, die in das potentialmaBig nicht 40 
festgelegte Gate 37 injiziert werden, durch die zweite Gate- 
oxidschicht 42 tunnehi, um das Gate 55 durch den Fowler- 
Nordheim-Mechanismus zu loschen. Mit anderen Worten 
wird die Zelle geloscht, wenn an das Steuerungsgate 41 und 
die Drainregion 58 eine Spannung angelegt wird, die hoher 45 
ist, als die Spannung, die beim Programmieren der Zelle an- 
gelegt wird, und folgUch tunneln die Elektronen, die in das 
potentialmaBig nicht festgelegte Gate 37 injiziert werden. 
Wenn eine negative Spannung an das Auswahlgate 53 und 
das Steuerungsgate 41 angelegt wird, kann die Zelle mit ei- 50 
ner relativ niedrigen Spannung geloscht werden. GemaB der 
vorliegenden Erfindung kann die Zuverlassigkeit der ersten 
Gateoxidschicht 35 aufgrund des Hmnehis der Elektronen, 
die in das potentialmaBig nicht festgelegte Gate 43 injiziert 
werden, zu dem Loschgate 55 durch die diinne zweite Gate- 55 
oxidschicht 52 verbessert werden. Zusatzlich wird eine ne- 
gative Spannung an das Auswahlgate 53 angelegt, und somit 
wird die erste Kanalregion 60 abgeschaltet, was den Leck- 
surom erniedrigt, der durch die Uberloschung bewirkt wu-d. 

60 

Patentanspriiche 

1. Flash-Speicherzelle mit folgenden Merkmalen: 
einer Gateisolationsschicht (35), die auf einem Substrat 
(31) gebildet ist; 65 
einem potentialmaBig nicht festgelegten Gate (37), ei- 
ner ersten Isolationsschicht (39) und einem Steue- 
rungsgate (41), die auf der Gateisolationsschicht (35) 
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gebildet sind; 

Seitenwandisolationsschichten (45, 52), die auf beiden 
Seiten des potentialmaBig nicht festgelegten Gates (37) 
und des Steuerungsgates (41) gebildet sind; 
Seitenwandleitungsschichten (53, 55), die auf den Sei- 
tenwandisolationsschichten (45, 52) gebildet sind; und 
einer Sourceregion (57) und einer Drainregion (51, 58), 
die in dem Substrat gebildet sind. 

2. Flash-Speicherzelle gemaB Anspruch 1, bei der die 
Seitenwandisolationsschichten (45, 52) eine erste Sei- 
tenwandisolationsschicht (45), die an einer ersten Seite 
des Steuerungsgates (41) gebildet ist, und zweite Sei- 
tenwandisolationsschichten (52), die auf beiden Seiten 
des Steuerungsgates (37) gebildet sind, aufweisen. 

3. Rash-Speicherzelle gemaB Anspruch 1 oder 2, die 
femer eine schwach dotierte Drainregion (51) aufweist, 
die in dem Substrat (31) unter einer ersten Seite der 
Seitenwandleitungsschichten (53, 55) gebildet ist. 

4. Flash-Speicherzelle gemaB Anspruch 1, 2 oder 3, 
bei der die Seitenwandleitungsschichten (53, 55) Poly- 
siHziumschichten sind. 

5. Flash-Speicherzelle gemaB einem der vorheigehen- 
den Anspriiche, bei der die Seitenwandisolations- 
schichten (45, 52) aus Phosphorsilikatglas, Borsilikat- 
glas Oder Borphosphorsilikatglas bestehen. 

6. Flash-Speicherzelle gemaB den Anspriichen 2-5, 
bei der die zweite Seitenwandisolationsschicht (52) 
eine Dicke von 10-50 nm aufweist. 

7. Verfahren zum Herstellen einer Rash-SpeicherzeUe 
mit folgenden Schritten: 

Bilden einer Feldisolationsschicht (33) auf einem Sub- 
strat (31); 

Bilden einer ersten Gateoxidschicht (35) auf dem Sub- 
strat (31); 

Bilden eines potentialmaBig nicht festgelegten Gates 
(37), einer ersten Isolationsschicht (39) und eines 
Steuerungsgates (41) auf d&r ersten Gateisolations- 
schicht (35); 

Bilden von Seitenwandisolationsschichten (45, 52) auf 
beiden Seiten des potentialmaBig nicht festgelegten 
Gates (37) und des Steuerungsgates (41); 
Bilden von Seitenwandleitungsschichten (53, 55) an 
den Seitenwandisolationsschichten (45, 52); und 
Bilden einer Sourceregion (57) und einer Drainregion 
(51, 58) in dem Substrat (31). 

8. Verfahren gemaB Anspruch 7, bei dem die Schritte 
des Bildens des potentiahnaBig nicht festgelegten Ga- 
tes (37), der ersten Isolationsschicht (39) und des 
Steuerungsgates (49) folgende Schritte aufweisen: 
Aufbringen einer ersten Polysiliziumschicht auf der er- 
sten Gateisolationsschicht (35); 
Aufbringen einer Isolationsschicht auf der ersten Poly- 
siliziumschicht; 

Aufbringen einer zweiten Polysiliziumschicht und der 
isolierenden Schicht, um ein Steuerungsgate (41) und 
eine erste Isolationsschicht (39) zu bilden; 
Bilden einer ersten Seitenwandisolationsschicht (45) 
auf einer ersten Seite des Steuerungsgates (41); und 
Suoakturieren der ersten Polysiliziumschicht, um ein 
potentiahnaBig nicht festgelegtes Gate (37) zu bilden. 

9. Verfahren gemaB Anspruch 7, bei dem die Seiten- 
wandisolationsschichten (45, 52) eine erste Seitenwan- 
disolationsschicht (45), die auf einer ersten Seite des 
Steuerungsgates (41) gebildet ist, und zweite Seiten- 
wandisolationsschichten (52), die auf beiden Seiten des 
potentialmaBig nicht festgelegten Gates (37) gebildet 
sind, aufweisen. 

10. Verfahren gemaB Anspruch 9, bei dem die erste 
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Seiienwandisolationsschicht (45) dicker ist als die 
zweiten Seitenwandisolationsschichten (52). 

1 1 . Verfahren gemaB Anspruch 10, bei dem eine Dicke 
der zweiten Seitenwandisolationsschichten (52) etwa 
10-40 nmbetragt. 5 

12. Verfahren gemaB Anspruch 8, bei dem die Seiten- 
wandisolationsschichten zweite Seitenwandisolations- 
schichten (52) sind, die auf beiden Seiten des potential- 
maBig nicht festgelegten Gates (37) gebildet sind, und 
wobei die erste Seitenwandisolationsschicht (45) dik- 10 
ker ist, als die zweiten Seitenwandisolationsschichten 
(52). 

13. Verfahren gemaB den Anspriichen 7-11, bei dem 

eine Lange des potentialmaBig nicht festgelegten Gates - — 
(37) groSer ist als die Lange des Steuerungsgates (41). 15 

14. Verfahren gemaB den Anspriichen 7-13, bei dem 
die Seitenwandleitungsschichten (53, 55) Polysili- 
ziumschichten sind. 

15. Verfahren gemaB den Anspriichen 7-14, das femer 
folgenden Schritt aufweist: 20 
Bilden eincr schwach dotierten Drainregion (51) in 
dem Substrat (31) unterhalb einer ersten Seite des po- 
tentiabnaBig nicht festgelegten Gates (37) nach dem 
Bilden der Seitenwandisolationsschicht (45). 

16. Verfahren gemaB den AnsprUchen 7-15, bei dem 25 
der Schritt des Bildens der Seitenwandisolations- 
schichten (45, 52) Phosphorsihkatglas, Borsilikatglas 
Oder Boiphosphorsiiikatglas umfaBt. 
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